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性，信号光偏波面依存性を，第 5 章では 1 光波入力光に対する信号利得の飽和特性を，第 6 章では 2 波
長共通増幅時の利得飽和特性を，第 7 章では信号光一自然放出光間ビート雑音に対する雑音指数と自然、
放出光間ビート雑音の信号利得依存性を，各々，実験により初めて定量的に明らかにしているO さらに，





第 9 章では，光直接増幅伝送系のベースパンド S/Nを増幅器の雑音パラメータを用いて定式化して











(3) 飽和出力値は，共振形の場合には -14-- 一5dBm であるのに対して，進行波形の場合には +7dBm
となり，前者に比べて大幅に向上することを明らかにしている。
(4) 光増幅器にとって本質的な雑音である信号光一自然放出光聞のビート雑音を理論と実験により初め
て定量的に明らかにし， 5.2dB の低雑音指数を進行波形レーザ増幅器で実現している。
以上のように本論文は半導体レーザ増幅器の基本特性の全貌を初めて明らかにしたものであり，光通
信における光増幅伝送系の設計に必要な実際的知見をも与えており，光電子工学に対して，寄与すると
ころ大である。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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